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はじめに	

スピントロニクス分野においてデバイスの高密度・集積化のために、面直磁化膜が注目を集めている。しか

し垂直磁気異方性(Perpendicular Magnetic Anisotropy: PMA)の発現に関して、詳細な理論での解釈が完全には
なされていない。これまで PMAやその電場依存性は、界面へのドーピングの効果から説明がなされてきて
いた[1]。それに対して近年、理論的な先行研究によって強磁性体の交換相互作用と界面におけるラシュバス

ピン軌道相互作用の協奏によって強磁性体超薄膜に PMAが発現し、その電場依存性についても説明ができ
るとされた[2]。本研究ではスピン軌道相互作用の大きな 5d金属 Auと絶縁体 MgOといった異種の層の間に
3d遷移金属 Feの超薄膜を挟み込んだ系(Au/Fe/MgO系, Fig.1(a))について、Feを同種の層(Au)で挟んだ場合
と比較し、その垂直磁気異方性に関してスピン軌道相互作用との関連を議論する。	

	

実験方法	

Au/Fe/MgO系は分子線エピタキシー法により成膜し、構造は反射高速電子線回折、薄膜 X線回折により行っ
た。またその磁気曲線の評価は AGM(Alternating Gradient Magnetometer)測定により行い、Fe の軌道・磁気モ
ーメントは、放射光施設 UVSORにて X線磁気円二色性測定を行い、その結果を総和則と組み合わせて導出
した。また界面由来の垂直磁気異方性エネルギーをトルク磁力計測定によって決定した。	

	

実験結果	

Fe超薄膜の磁気モーメントの L/Sの比、PMAエネルギーはいずれも異種で挟んだ方が同種の場合よりも大き
かった。これは、異種で挟み込んだ場合の方が、界面スピン軌道相互作用の垂直磁気異方性への影響が強く

現れることを主張する理論の先行研究と整合していた。また、異種で挟み込んだ Fe超薄膜は、膜厚が薄くな
るに従って PMAが大きくなり(Fig. 1(b))、同時に、軌道磁気モーメントも大きくなることが観測された。講
演では、膜構造も含めてこの系の垂直磁気異方性と界面スピン軌道相互作用の関係について議論する。	

																																																													
	
	
	
	
																			
																		
	
	
	
	
	
		Fig. 1	(a) Film stack of Au/Fe/MgO system  
        (b) Thickness dependence of magnetization curves obtained by AGM in out-of plane configuration		
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